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新型微纳材料制备的高性能室温太赫兹光电探测器


张雅婷，张海建，李依凡，李梦瑶，唐　新，姚建铨
（天津大学 精密仪器与光电子工程学院，天津　３０００７２）

摘　要：可室温运转的高灵敏度太赫兹探测器是该领域的难点。热电原理的太赫兹探测器为解决室温
下的宽频段、高灵敏探测提供可能。通过利用石墨烯和钙钛矿等新型微纳材料的高载流子迁移率和优异的

热电性能，制备出高性能室温运转的太赫兹光电探测器，探测的光电响应度最高可达到２７１ｍＡ／Ｗ，响应时间
小于２０ｍｓ。研究表明，石墨烯和钙钛矿等光热电探测器有望成为太赫兹频段新一代高性能探测器。
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　　太赫兹光电探测器在生物医学成像、光通信、
导弹制导和遥感等多光电系统中发挥着重要作

用［１－２］。然而，由于太赫兹光子能量太低，无法激

发传统半导体材料中的电荷，因此通过带隙直接

激励很难实现太赫兹（ＴｅｒａＨｅｒｔｚ，ＴＨｚ）波段探
测［３－４］。一般来说，利用塞贝克效应、辐射热效应

等物理效应，基于热电材料的光电探测器可以将

光引起的温升转化为电信号［５－６］。由于没有波

长选择性，这种类型的光电探测器往往不受波长

范围限制，理论上，光热电探测器可以实现对太赫

兹波段的探测［７－８］。

各种新型纳米材料作为光热电探测器的工作

材料已被广泛研究，包括纳米线和二维（２Ｄ）材
料。石墨烯作为一种典型的２Ｄ材料，具有非常
优秀的光学和电子特性［９］。然而，单层石墨烯，

光吸收度较低（单层为２３％），因此在室温下对
ＴＨｚ波段的光响应较低，加上单层石墨烯在大面

积制备过程中遇到的技术瓶颈，使得单层石墨烯

并不是最理想的光热电探测器候选材料［１０］。三

维石墨烯泡沫（ＴｈｒｅｅＤｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＧｒａｐｈｅｎｅＦｏａｍ，
３ＤＧＦ）由多个交联石墨烯片组成，不仅继承了单
层石墨烯的优点，并且具有更强的光吸收能力、热

性能以及长范围的导电网络［１１－１２］。此外，由于材

料合成技术的显著进步，３ＤＧＦ也可以获得较大
的比表面积，并且可以用于柔性器件的制备。因

此，３ＤＧＦ是一种有前途的太赫兹光电探测器
材料［１３－１４］。

此外，具有ＭＡＰｂＸ３结构的有机 －无机杂化
钙钛矿 （ＭＡ＝ＣＨ３ＮＨ

＋
３；Ｘ＝Ｉ、Ｂｒ或Ｃｌ）因其具有

高载流子迁移率、大的光吸收系数和宽的吸收光

谱而受到广泛关注［１５－１６］。到目前为止，钙钛矿

在太阳能电池领域和紫外－可见光高灵敏度光电
探测器方面取得了显著进展。但研究表明，通过

以上技术手段，即使能够将所探测的波长范围延
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伸至 ２０００ｎｍ，也未达到中红外（ＭｉｄＩｎｆｒａｒｅｄ，
ＭＩＲ）或 ＴＨｚ波段［４，１７－１８］。然而，对于钙钛矿来

说，热电是一个重要但容易被人们忽视的特性。

钙钛矿具有极低的导热系数和较高的塞贝克系

数，是一种很有前途的热电材料［１９－２０］，给热电器

件带来了新的生命。因此，可以预期钙钛矿热电

光电探测器可以实现对 ＴＨｚ波段的探测，并且有
望在未来得到广泛应用。

基于以上分析，通过利用石墨烯和钙钛矿等

新型微纳材料制备出高性能室温运转的 ＴＨｚ光
电探测器，器件光电响应度最高可达到２７１ｍＡ／Ｗ，
响应时间小于２０ｍｓ。本文为未来室温工作、高
灵敏度、新型ＴＨｚ光电探测器研究提供了理论基
础和技术支撑。

１　三种材料的基本表征

为了更好地进行太赫兹探测研究，选取了三

种不同的材料来制备探测器，分别为三维氧化还

原石墨烯泡沫材料、激光刻蚀还原氧化石墨烯

（ＬａｓｅｒＳｃｒｉｂｅｄＲｅｄｕｃｅｓＧｒａｐｈｅｎｅＯｘｉｄｅ，ＬＳＲＧＯ）
材料以及钙钛矿ＭＡＰｂＩ３材料。

图１（ａ）和图 １（ｂ）分别显示了 ３ＤＧＦ和
ＬＳＲＧＯ的扫描电子显微镜（ＳｃａｎｎｉｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎ
Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ，ＳＥＭ）表面形貌图。从 ＳＥＭ图中可以
看到，在１００μｍ和３０μｍ刻度下３ＤＧＦ呈现出由
三维交联石墨烯片与三维多孔结构组合而形成的

微纳米尺度三维结构，同时，在 １μｍ刻度下，
ＬＳＲＧＯ呈现出三维交联石墨烯片三维结构。
图１（ｃ）展示了 ＭＡＰｂＩ３材料的原子力显微镜图
（ＡｔｏｍｉｃＦｏｒｃｅＭｉｃｒｏｓｃｏｐｙ，ＡＦＭ）。表面形貌图显
示薄膜致密且晶粒边界清晰。为了确定还原度，对

３ＤＧＦ进行了拉曼测量。如图１（ｄ）所示，３ＤＧＦ
的Ｄ和Ｇ峰分别出现在１３５０ｃｍ－１和１５８０ｃｍ－１。
值得注意的是，石墨烯 Ｄ－Ｇ峰的强度比为１２８
（大于１）。结果表明，还原反应后，缺陷数大幅减
少，石墨烯层的形成明显。如图１（ｅ）所示，ＬＳＲＧＯ
的Ｄ和Ｇ峰分别出现在１３５８ｃｍ－１和１５９８ｃｍ－１。
值得注意的是，石墨烯 Ｄ－Ｇ峰的强度比为１０５
（大于１）。结果表明，还原反应后，石墨烯层形成。
由图１（ｆ）所示的 Ｘ射线衍射（ＸＲａｙＤｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ，
ＸＲＤ）图可以看出，典型的衍射峰位主要在１４１°、
２８４２°和３１８８°，分别对应钙钛矿的（１１０）、（２２０）
和（３１０）晶面，这说明形成了较好的钙钛矿多晶薄
膜。图１（ｇ）展示了３ＤＧＦ的太赫兹时域光谱（Ｔｅｒａ
ＨｅｒｔｚＴｉｍｅＤｏｍａｉｎＳｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，ＴＨｚ－ＴＤＳ），范围

为０～２ＴＨｚ。如图１（ｇ）所示，样品在ＴＨｚ区域吸
收差距不大。图１（ｈ）和图１（ｉ）表明ＭＡＰｂＩ３薄膜
在紫外到太赫兹波段都有吸收，且在紫外到可见光

（ＵｌｔｒａＶｉｏｌｅｔＶｉｓｉｂｌｅ，ＵＶＶｉｓ）波段吸收强度远高于
ＴＨｚ波段，这一结果与钙钛矿薄膜在不同波段的
主要吸收机制有关。在 ＵＶＶｉｓ波段主要吸收光
子能量产生电子跃迁，进而产生大量的光生载流

子，而在ＴＨｚ波段，则主要依靠吸收热量产生的
热载流子。

２　三种材料制备的探测器结构及特定辐
照测试

　　为研究探测器的光电流变化规律，针对不同

（ａ）三维氧化还原石墨烯扫描电子显微镜图［５］

（ａ）ＳＥＭｉｍａｇｅｏｆ３ＤＧＦ［５］

（ｂ）激光还原氧化石墨烯扫描电子显微镜图［６］

（ｂ）ＳＥＭｉｍａｇｅｏｆＬＳＲＧＯ［６］
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（ｃ）ＭＡＰｂＩ３原子力显微镜图

（ｃ）ＡＦＭｉｍａｇｅｏｆＭＡＰｂＩ３

（ｄ）三维氧化还原石墨烯拉曼图［５］

（ｄ）Ｒａｍａｎｓｐｅｃｔｒｕｍｏｆ３ＤＧＦ［５］

（ｅ）激光还原氧化石墨烯拉曼图［６］

（ｅ）ＲａｍａｎｓｐｅｃｔｒｕｍｏｆＬＳＲＧＯｄｅｔｅｃｔｉｏｎ［６］

（ｆ）ＭＡＰｂＩ３Ｘ射线衍射图
［２１］

（ｆ）ＸＲＤｉｍａｇｅｏｆＭＡＰｂＩ３
［２１］

（ｇ）三维氧化还原石墨烯ＴＨｚ时域光谱仪吸收光谱图
（ｇ）３ＤＧＦａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｍｏｆ
ＴＨｚｔｉｍｅｄｏｍａｉｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ

（ｈ）ＭＡＰｂＩ３紫外－可见波段吸收光谱图
［２２］

（ｈ）ＵＶＶｉｓｂａｎｄａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｍｏｆＭＡＰｂＩ３
［２２］

（ｉ）ＭＡＰｂＩ３ＴＨｚ时域光谱仪吸收光谱图
［２２］

（ｉ）ＭＡＰｂＩ３ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｍｏｆ

ＴＨｚｔｉｍｅｄｏｍａｉｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ［２２］

图１　石墨烯及钙钛矿基本材料表征
Ｆｉｇ．１　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｏｆｇｒａｐｈｅｎｅａｎｄ

ｐｅｒｏｖｓｋｉｔｅｂａｓｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ

材料设计了相应的探测器结构，并测试不同器件

的Ｉ－Ｖ曲线随２５２ＴＨｚ光源强度的变化情况。
图２展示了不同热电材料制备的光电探测器

器件结构图，图２（ａ）展示的３ＤＧＦ器件尺寸为
１４×１４ｍｍ。以玻璃为衬底，器件的有源层为
３ＤＧＦ，两个电极之间的距离为 ２ｍｍ。图２（ｂ）
展示的ＬＳＲＧＯ器件沟道尺寸为０１ｍｍ×２ｍｍ，
以玻璃为衬底，将 ＬＳＲＧＯ作为器件的有源层。

·２４·
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图２（ｃ）展示的 ＭＡＰｂＩ３器件电极尺寸为１ｍｍ×
１ｍｍ。该结构由垂直结构的 ＩＴＯ／ＭＡＰｂＩ３／Ａｕ构
成。图２（ｄ）～（ｆ）对比了不同光照强度下测得的
器件Ｉ－Ｖ特性图。由图中可以看出，在黑暗条件
下，电流处于较低的水平。随着光照的逐渐增大，

光电流增大，表现出良好的光强依赖特性。另外，

图２测试所用 ＴＨｚ源是光斑直径约为 ３ｍｍ的
２５２ＴＨｚ气体激光器（爱丁堡仪器有限公司ＦＩＲＬ
１００）。所有器件测试所得数据均直接由 ｋｅｉｔｈｌｅｙ
２４００数字源表采集，并由自行编写的 ＬａｂＶＩＥＷ
程序读取。图２（ｄ）～（ｅ）中器件的 Ｉ－Ｖ曲线可
以直接体现 ３ＤＧＦ的 Ｎ型半导体特性。由于
３ＤＧＦ与二维石墨烯的能带结构不同，为研究其
半导体特性（Ｎ型或Ｐ型）对性能的影响，通过霍
尔效应仪测试直接得到３ＤＧＦ的霍尔系数、迁移
率等参数，测试数据如表１所示，测试过程中磁
场、霍尔电流分别固定为５１２ｍＴ、１ｍＡ。由不同
霍尔电压下的霍尔系数小于零这一结果也可以看

出，３ＤＧＦ在当前条件下表现出 Ｎ型半导体特
性。由于Ｎ型半导体材料中电子是主要的载流
子，这也导致３ＤＧＦ拥有更好的太赫兹吸收、光
热转换能力和热电性能。

３ＤＧＦ、ＬＳＲＧＯ材料与两个电极之间具有良
好的欧姆接触，这对太赫兹光电流的产生非常有

利。如图２（ｅ）所示，在黑暗条件下，ＬＳＲＧＯ器件
的电流同样处于较低的水平，并且随着光照的逐

渐增加而增加。值得注意的是，ＬＳＲＧＯ器件的
Ｉ－Ｖ曲线随着太赫兹光照强度的增加，产生了平
移，也就是说器件的电阻随着太赫兹光照强度的

增加并不会发生变化，只有电流值增加，也就是产

生了电压差。这一特性是典型的塞贝克效应。因

此可以肯定在零偏或者很小的偏压下，ＬＳＲＧＯ器
件在太赫兹光照条件下是通过塞贝克效应产生的

光电流。如图２（ｆ）所示，ＭＡＰｂＩ３器件电流随着
光照强度的逐渐增加而增加。同样值得注意的

是，随着太赫兹光照强度的增加，器件的电阻值变

小。这一结果说明太赫兹通过改变器件的电阻导

致光电流的产生。根据图 １（ｈ），可以判断
ＭＡＰｂＩ３的禁带宽度大约为１５５ｅＶ。对于光子能
量低于１５５ｅＶ的激光波段，无法顺利激发电子
跃迁从而产生光载流子。因此，对于该器件在太

赫兹波段的响应只能用热电机制进行讨论。而电

阻随光照强度的增加而减小的现象是明显的辐射

热效应。众所周知，辐射热效应取决于入射光子

增加的热量引起的电阻变化，所以它的光谱响应

本质上是波长独立的。基于辐射热效应的基本理

论，电阻遵循电阻温度特性公式：

ＲＴ＝Ａｅ
Ｂ／Ｔ （１）

其中：ＲＴ是电阻，Ｔ是温度；Ａ和 Ｂ是常数；ｅ为自
然指数。

（ａ）３ＤＧＦ

（ｂ）ＬＳＲＧＯ

（ｃ）ＭＡＰｂＩ３

（ｄ）３ＤＧＦ结构电流－电压曲线
（ｄ）３ＤＧＦｓｔｒｕｃｔｕｒｅＩ－Ｖｃｕｒｖｅ

·３４·
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（ｅ）ＬＳＲＧＯ结构电流－电压曲线
（ｅ）ＬＳＲＧＯｓｔｒｕｃｔｕｒｅＩ－Ｖｃｕｒｖｅ

（ｆ）ＭＡＰｂＩ３结构电流－电压曲线

（ｆ）ＭＡＰｂＩ３ｓｔｒｕｃｔｕｒｅＩ－Ｖｃｕｒｖｅ

图２　不同光电器件结构图以及它们在
２．５２ＴＨｚ辐照下电流－电压曲线图

Ｆｉｇ．２　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄｉａｇｒａｍｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｖｉｃｅｓ
ａｎｄｔｈｅｉｒＩ－Ｖｃｕｒｖｅｓｕｎｄｅｒ２．５２ＴＨｚｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ

表１　不同３ＤＧＦ的霍尔测试数据
Ｔａｂ．１　Ｈａｌｌｔｅｓｔｄａｔａｆｏｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔ３ＤＧＦ

序号
霍尔电压／
ｍＶ

霍尔系数／

（ｃｍ３／Ｃ）

迁移率／

（ｃｍ３／Ｖ·ｓ）
１ －５．８９０８６２ －２８７６．３９７ １４６９３．５１

２ －１１６．４５３６００ －５６８６２．１３０ ２１３５２９．８０

３ －６６．５８６７５０ －３２５１３．０６０ １１０５１８．４０

４ －３６．５７２３６０ －１７８５７．６００ ６２６９３．０４

３　三种探测器在２．５２ＴＨｚ下的光开关响
应测试

　　光开关响应情况是衡量探测器响应度、灵敏
度的一种有效方法。

图３（ａ）～（ｃ）显示了不同器件在２５２ＴＨｚ
不同光照条件下的光开关响应。如图３（ａ）所示，
随着光功率的增加，３ＤＧＦ器件的光电流从
１１μＡ增加到６μＡ，表明该器件在ＴＨｚ波照射下
具有可重复且快速的光开关特性。图３（ｂ）展示
了 ＬＳＲＧＯ器件在不同光功率下，光电流从
０１７μＡ增加到０２５μＡ。该器件在 ＴＨｚ波照射

下也显示出可重复的光开关特性，但是该器件的

响应速度明显低于 ３ＤＧＦ。如图 ３（ｃ）所示，
ＭＡＰｂＩ３器件在不同功率太赫兹波照射下，光电流
从５μＡ增加到１５μＡ。该器件在ＴＨｚ照射下不仅
显示可重复且快速的光开关特性，而且该器件的响

应速度高于３ＤＧＦ。光电探测器的光响应性能一
般通过几个重要的参数来评估，包括光响应度

（Ｒ）、探测度（Ｄ）、噪声等效功率（ＮＥＰ）和响应时
间。其中Ｒ、Ｄ和ＮＥＰ可从以下公式中获得：

Ｒ＝ΔＩＰ＝
Ｉｉｌｌｕ－Ｉｄａｒｋ
Ｅｅ×Ａ

（２）

Ｄ ＝ ＲＡ１／２

（２ｅＩｄａｒｋ）
１／２ （３）

ＮＥＰ＝Ａ
１／２

Ｄ
（４）

其中，Ｉｉｌｌｕ和Ｉｄａｒｋ分别为光照和黑暗条件下的电流，
Ｐ、Ｅｅ、Ａ、ｅ分别为入射激光功率、激光辐照度、有
效照度区域、电子电荷。

根据式（２）～（４），将不同激光功率的 Ｒ、
ＮＥＰ绘制在图 ３（ｄ）～（ｆ）中。本文中基于
３ＤＧＦ、ＬＳＲＧＯ和 ＭＡＰｂＩ３探测器的最大 Ｒ值及
偏压情况如表２所示。同时 Ｒ和 Ｐ之间的关系
如图３（ｄ）～（ｅ）所示，此外，３ＤＧＦ探测器件显示
了较小的噪声等效功率，为６０ｐＷ·Ｈｚ－１／２。

（ａ）３ＤＧＦ光开关电流曲线
（ａ）３ＤＧＦｏｐｔｉｃａｌｓｗｉｔｃｈｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔｃｕｒｖｅ

（ｂ）ＬＳＲＧＯ光开关电流曲线
（ｂ）ＬＳＲＧＯｏｐｔｉｃａｌｓｗｉｔｃｈｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔｃｕｒｖｅ

·４４·
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（ｃ）ＭＡＰｂＩ３光开关电流曲线

（ｃ）ＭＡＰｂＩ３ｏｐｔｉｃａｌｓｗｉｔｃｈｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔｃｕｒｖｅ

（ｄ）３ＤＧＦ响应度曲线
（ｄ）３ＤＧＦｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅｎｅｓｓｃｕｒｖｅ

（ｅ）ＬＳＲＧＯ响应度曲线
（ｅ）ＬＳＲＧＯｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅｎｅｓｓｃｕｒｖｅ

（ｆ）ＭＡＰｂＩ３响应度曲线
（ｆ）ＭＡＰｂＩ３ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅｎｅｓｓｃｕｒｖｅ

图３　不同光电器件在２．５２ＴＨｚ不同光照强度辐照下
的光开关电流曲线及其响应度曲线

Ｆｉｇ．３　Ｏｐｔｉｃａｌｓｗｉｔｃｈｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔｃｕｒｖｅｓａｎｄｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅｎｅｓｓ
ｃｕｒｖｅｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｖｉｃｅｓｕｎｄｅｒ２．５２ＴＨｚ

ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｌｉｇｈｔｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

响应时间是探测器的另一个关键参数，它反

映了光信号转换为电信号的速度。一般情况下，

上升时间可以定义为光电流从最大值的１０％增
加到９０％的时间，下降时间可以定义为光电流从
最大值的９０％下降到１０％的时间。不同器件的
响应时间已在表２中列出，ＭＡＰｂＩ３器件具有最快
的光响应时间且光响应度最大。

表２　不同探测器最大响应度及响应时间
Ｔａｂ．２　ＭａｘｉｍｕｍＲａｎｄｒｅｓｐｏｎｓｅｔｉｍｅｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｅｔｅｃｔｏｒｓ

探测器类型
最大Ｒ值／

（ｍＡ·Ｗ－１）

偏置电压／
Ｖ

响应时间／
ｍｓ

３ＤＧＦ １２ ０．１ ３６

ＬＳＲＧＯ ０．５４ ０ ２８０

ＭＡＰｂＩ３ ２７１ １ １８

４　不同器件的塞贝克效应测试

为了得到 ３ＤＧＦ和 ＭＡＰｂＩ３材料的塞贝克

值，本文进行了塞贝克系数（Ｓｅｅｂｅｃｋｃｏｅｆｆｆｉｃｉｅｎｔ）
测量实验。实验设备的连接如图４（ａ）所示。电
极接触方式为有利于电流输入和输出的欧姆接

触。实验过程中，左侧电极通过功率稳定可控的

加热台加热，两个电极之间的电压差（ΔＶ）和温度
分布分别由 ２４００吉时利源表和红外热成像仪
（ＦＬＩＲＴ６３０ｓｃ）测量得到，测量时源表电压（Ｖｓｒｃ）
设为０００ｍＶ，箝位值（Ｃｍｐｌ）设为１１００ｍＡ。当
红外相机监测其温度在测试环境下稳定后，可

读取并记录当前 ΔＶ。该方案可以较为准确地
测量温度及其对应的电流值，提高塞贝克的计

算精度。

塞贝克系数的计算式是 －Ｓ＝ΔＶ／ΔＴ，ΔＴ＝
Ｔｈｏｔ－Ｔｃｏｌｄ。图４（ｂ）为３ＤＧＦ的电压和塞贝克系
数随加热温度的变化关系。如图４（ｂ）所示，随着
加热温度增高，器件电压增加，塞贝克系数保持稳

定，其值约为８５μＶ·Ｋ－１。图４（ｃ）为 ＭＡＰｂＩ３
的塞贝克系数随加热温度的变化关系，随着加热

温度增高，器件塞贝克系数逐渐增加，到达一定值

后呈现下降趋势。在低温下塞贝克系数呈现负

值，随着温度增加到３０５Ｋ左右，塞贝克系数呈现
正值，且随着温度增加到３１８Ｋ后，塞贝克系数不
再增加。这一结果是钙钛矿在不同温度下呈现的

晶体结构不同所导致的。

·５４·
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（ａ）塞贝克系数测试系统示意图
（ａ）ＤｉａｇｒａｍｏｆＳｅｅｂｅｃｋｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｔｅｓｔｓｙｓｔｅｍ

（ｂ）３ＤＧＦ在不同温度条件下的塞贝克系数值
（ｂ）Ｓｅｅｂｅｃｋｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｖａｌｕｅｓｏｆ３ＤＧＦａｔ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ

（ｃ）ＭＡＰｂＩ３在不同温度条件下的塞贝克系数值
（ｃ）ＳｅｅｂｅｃｋｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｖａｌｕｅｓｏｆＭＡＰｂＩ３ａｔ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ

图４　不同光电材料在不同温度环境下的塞贝克系数
Ｆｉｇ．４　Ｓｅｅｂｅｃｋｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ

ｍａｔｅｒｉａｌｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ

５　结论

本文研究了基于 ３ＤＧＦ、ＬＳＲＧＯ和 ＭＡＰｂＩ３
三种新型微纳光电材料设计的光热电太赫兹探测

器。结果表明，以上三种材料在２５２ＴＨｚ辐照下
表现出稳定的探测性能。Ｉ－Ｖ特性曲线表明，
３ＤＧＦ和ＭＡＰｂＩ３器件太赫兹光电流的产生是基

于辐射热效应，而ＬＳＲＧＯ器件太赫兹光电流的产
生是基于塞贝克效应。光开关特性曲线显示，三

种器件均表现出稳定较快的光响应特性，且基于

ＭＡＰｂＩ３器件的响应时间最快（低于２０ｍｓ）。同
时，ＭＡＰｂＩ３在１Ｖ偏压下表现出较高的光响应度
（２７１ｍＡ／Ｗ）。该研究实现了高性能及室温运转
太赫兹热电探测器的制备，为未来室温下工作的

高灵敏度新型光电探测器的研究提供了理论基础

和技术支撑。
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